






























































专利名称(译) 压电微机械超声换能器和换能器阵列

公开(公告)号 US20170246662A1 公开(公告)日 2017-08-31

申请号 US15/441128 申请日 2017-02-23

[标]申请(专利权)人(译) 高通股份有限公司

申请(专利权)人(译) 高通公司

当前申请(专利权)人(译) 高通公司

[标]发明人 KIDWELL JR DONALD WILLIAM
SHENOY RAVINDRA VAMAN
LASITER JON BRADLEY

发明人 KIDWELL, JR., DONALD WILLIAM
SHENOY, RAVINDRA VAMAN
LASITER, JON BRADLEY

IPC分类号 B06B1/06 A61B8/00 H01L41/08

CPC分类号 B06B1/0622 A61B8/4494 H01L41/081 B06B1/0603

优先权 62/301532 2016-02-29 US

其他公开文献 US10618079

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

装置可包括一个或多个分段压电微机械超声换能器（PMUT）元件。每
个分段的PMUT元件可包括基板，设置在基板上的锚结构和设置在锚结
构附近的膜。膜可包括压电层堆叠和机械层。锚结构可以包括将分段的
PMUT元件分成段的边界部分。每个区段可以具有相应的区段腔。边界
部分可以对应于整个膜的节线。膜可包括靠近每个区段腔设置的膜区
段。当分段的PMUT元件接收或发送信号时，膜可以被配置为经历弯曲
运动和振动中的一个或两个。
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